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Beschreibung 

"Elektronisches Bauteil .mit Abschirmung unci Verfahren zu sei- 
ner Herstellung . ■ 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit Ab- 
schirmung und ein Verfahren zu seiner Herstellung gemafi den 
unabhangigen Anspriichen. 

Die Empf indlichkeit von integrierten Schaltungen auf Halblei- 
terchips gegeniiber externen elektromagnetischen Ein'f liissen 
steigt mit zunehmender Arbeit sfrequenz an . . Fur Hochf requenz- 
bauelemente werden zunehmend Halbleiterchips in Flip-Chip- 
Technologie in einem elektronischen . Bauteil angeordnet . Bei 
der Flip-Chip-Technologie wird die aktive Oberseite eines 
Chips einem Keramiksubstrat oder einer Leiterplatte gegen- 
iib'erliegend angeordnet. Die passive Riickseite des Chips ist 
somit nicht von einem Keramiksubstrat oder einer Leiterplatte 
geschutzt und der Beeinf lussung durch elektromagnet ische Fel- 
der ausgesetzt. .fiber die Riickseite des Halbleiterchips konnen 
somit Storsignale, Rauschen und dergleichen, eingekoppelt 
werden, welche die. Funktionsf ahigkeit des elektronischen Bau- 
teils beeintrachtigen . AuSerdem wird zwischenzeitlich zur 
Verkleinerung der elektronischen Bauteile die Riickseite der 
Halbleiterchips als Teil der AuSenflache des Gehauses einge- 
setzt, so dass die Gefahr der Einkoppliing von Streufeldern 
erhoht ist ' - 

Aufgabe der Erfindung ist es, die Einkopplung ein elektroni- 
sches Bauteil anzugeben bei dem die Einkopplung von elektro- 
magnetischen Streufeldern verm'indert ist und eine kostengiin- 
stige Verfahren zur Herstellung eines derartigen Bauteils an- 
zugeben . 

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhangigen An- 
spriiche gelost . Merkmale vorteilhaf ter Weiterbildungen der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteranspruchen . 
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Erf indungsgemaS wird ein elektronisches Bauteil mit Abschir- 
mung gegen elektromagnetische Streuf elder angegeben. Dieses 
elektronische Bauteil weist einen Halbleiterchip aus einem ■ 
5 Halbleitersubstrat mit einer aktiven Oberseite und einer pas 
siven Ruckseite auf .. . Daruber hinaus weist das elektronische 
Bauteil zusatzlich eine vergrabene Schicht auf, die elek- 
trisch leitend ist^ Die FlachengroSe der vergrabenen Schicht 
entspricht der GroSe der Flache der Ruckseite des Halbleiter 

10 substrata. Die vergrabene Schicht ist innerhalb des Halblei- 
tersubstrats im Bereich der Ruckseite antjeordnet und mit ei- 
nem 'auSeren Massepotential / iiber mindestens eine innerhalb de 
Halbleitersubstrats angeordnete Masseleitung mit einer Kon- 
taktflache auf der Oberseite des Halbleitersubstrats verbun- 

15 den. 

Das erf indungsgemaSe elektronische Bauteil hat den Vo rteil ,- 
dass durch die auf Massepotential liegende elektrisch leiten 
de vergrabene Schicht auf der Ruckseite des Halbleitersub- 

2 0 strats die aktive Flache des Chips abgeschirmt wird: Das Mas 

sepotential wird iiber die innerhalb des Halbleitersubstrats 
angeordnete Masseleitung und eine Kontakt flache auf der Ober 
seite des Halbleitersubstrats an die vergrabene Schicht zur 
Abschirmung gelegt. Die Empf ihdlichkeit gegeniiber Streuf el - 
25 de rn auf der Ruckseite des Halbleiterchips , die teilweise al 
• au&ere Gehauseseite eingesetzt ist, wird. durch die Abschir- 
mung herabgeset zt . ' 

Die erf indungsgemaSe vergrabene Schicht lost eine andere Auf 

3 0 gabe als vergrabene Schicht en innerhalb von integrierten 

Schaltungen und Halbleiterbauelementen. Diese dienen einer- 
seits einer Herabsetzung von Bahnwiderstanden und anderer- 
seits sollen sie mehrere elektronische Bauelemente einer in- 
tegrierten Schaltung voneinander isolieren. Erst durch die, 
35 - geschlossene und sich iiber ^die gesamte Flache des elektroni- 
schen Bauteils bzw. des Halbleitersubstrats erstreckende ver 
grabene Schicht wird eine wirkungsvolle Abschirmung der un- 
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terschiedlichen Halblei terkomponenten auf der aktiven Ober- 
seite des. Halbleiterchips vor elektromagnet ischen Streufel- v , 
dern erreicht. 

5 Ein Einkoppeln von elektromagnet ischen Storfeldern von der 
f reiliegenden Ruckseite des Halbleiterchips eines elektroni- 
schen Bauteils wird herabgeset zt . Die innerhalb des Halblei- 
tersubstrats gelegene vergrabene Schicht in Zusammenwirken . 
mit der innerhalb des Substrats angeordneten Masseleitung zur 
10 Oberflache des Halbleitersubst rats bildet eine ohmsche Ver- 

'bindung zu einer Kontaktf lache auf der Oberseite des Halblei - 
-terchips, an die jederzeit ein auSeres Massepotent ial anleg- 
I bar wird. 

15 In einer Ausf iihrungsf orm der Erfindung weist die vergrabene 
Schicht ein mit einer Storstellenkonzentration von iiber 1 x 
10 20 cm" 3 dotiertes Halblei termaterial auf. Diese Ausfuhrungs- 
form hat den Vorteil, dass eine jderart hohe Storstellenkon- 
zentration eine nahezu metallische Leitf ahigkeit in einem 

20 Halbleitermaterial bewirkt . Somit kann das Halblei termaterial 
selbst mit dieser vergrabenen Schicht wie ein Abschirmblech, 
das auf der Ruckseite eines Halbleitersubstrats angeordnet 
werden kann, um e 1 ekt r omagne t i s che Storfelder abzuschirmen, 
wirken. Da ausserdem die vergrabene Schicht innerhalb des 

25 Halbleitersubstrats angeordnet ist, wird damit fur die Ab- 

schirmung kein zusatzliches Volumen in Anspruch genommen und 
somit die BauteilgroSe eines abzuschirmenden elektronischen 
Bauteils minimiert . 

3 0 Eine weitere Ausf iihrungsf orm sieht vor, dass das Halbleiter- 
material mit'dem Material des Halbleitersubstrats identisch 
ist. Diese Identitat des Halbleitermaterials der vergrabenen 
Schicht mit dem Halbleitermaterial des Halbleitersubstrats 
hat den Vorteil, dass keine Gitterverspannungen in dem Halb- 

35 leitermaterial aiiftreten und dass auch keine thermischen 

Spannungen aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoef f izien- 
ten das elektronische Bauteil gefahrden. 
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■ Eine weitere Ausf iihrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
das Halbleitersubstrat ein einkristallines ■ Silicium aufweist. 
Vergrabene Sehichten in einem einkristallinen Silicium unter- 
5 zubringen, die elektrisch leitend sind, ist relativ unkri- 
tisch,. zumal in mikroskopischen Dimensionen, d.h. in Dimen- 
s.ionen im Bereich von mehreren Quadratmikrometern konnen se- 
lektiv vergrabene Sehichten zur Herabset zung von Bahhwider- 
standen elektronischer Bauteile im einkristallinen Silicium 

10 verwirklicht werden. Somit kann zur Verwirklichung des erfin- 
dungsgemaEen elektronischen .Bauteils eine analoge Technologie 
angewandt werden, urn eine vergrabene Schicht, deren Flachen- 
groSe der GroSe der Flache der Ruckseite des elektronischen 
Bauteils entspricht, im einkristallinen Silicium zu verwirk- 

15 ,lichen . 

Eine weitere Ausf iihrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
eine elektrisch leitende ringformige Schicht, die sich von 
der Oberseite des Halbleitersubstrats zu der vergrabenen 

20- Schicht erstreckt, im Randbereich des elektronischen .Bauteils 
angeordnet ist. Mit einer derartigen ringformigen Schicht 
wird eine innerhalb des Halbleitersubstrats angeordnete Mas- 
seleitung verwirklicht, die das elektronische Bauteil, insbe- 
sondere die integrierte Schaltung eines elektronischen Bau- 

25 teils, im Bereich der Oberseite des Halbleitersubstrats ring- 

> formig umgibt und somit die Ruckseitenabschirmung durch eine, 

Randabschirmung vervollstandigt . Diese Vervollstandigung be- 
steht darin, dass auch die Randbereiche gegenuber elektroma- 
gnetischen Storfeldern abgeschirmt werden. Unter ringformig 

3 0 wird in diesem Zusammenhang keine Kreisform verstanden, son- 
dern ein geschlossener Ring, der entlang dem Randbereich des 
elektronischen Bauteils angeordnet ist und aufgrund der 
rechteckigen Form des Halbleiterchips folglich auch eckig 
verlauft. Innerhalb der ringformigen Schicht besteht somit 

35 eine vollstandige Abschirmung des Halbleitermaterials sowohl 
zur Ruckseite des elektronischen Bauteils hin als auch zu 
seinen Randseiten. 
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Eine weitere Ausf uhrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
die ringformige Schicht ein mit einer Storstellenkonzentrati- 
on von uber 1 x 10 20 cm" 3 dotiertes Halblei termaterial auf- 
5 weist . Analog zu der vergrabenen Schicht auf der Riickseite 
des elektronischen Bauteils wirkt aufgrund der hohen Stor- 
stellenkonzentration von uber 1 x 10 20 cm" 3 wirkt die ringfor- 
mige Schicht wie ein Metallring, der um das elektronische 
Bauteil zur Abschirmung gelegt wird. Da diese metallisch lei- 
10 tende ringformige Schicht innerhalb des Halbleitersubstrats 
angeordnet ist, kann auf eine Ummantelung des elektronischen 
Bauteils mit einem Abschirmblech verzichtet werden, was die 
Dimension des elektronischen Bauteils minimiert . 

15 Eine bevorzugte Ausf uhrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
das elektronische Bauteil ein Bauteil einer Flip-Chip- 
Montagetechnik ist . Bei der Flip-Chip-Montag etechnik sind auf 
der Oberseite des Halbleiterchips Lotballe oder Lotkontakt- 
hocker angeordnet, so dass diese Bauteile unmittelbar mit ih- 

20 rer Oberseite auf einer Leiterplatte oder einem Keramiksub- 

strat montiert werden konnen. Derartige elektronische Bautei- 
le weisen keine Kontaktst if te mehr auf und konnen deshalb in 
der Flip-Chip-Montagetechnik aufierst kompakt montiert werden, 
was fur den Einsatz bei Hochf requenzbauteilen den Vorteil 

25 kurzer Verbindungslei tungen . mit sich bringt . Damit werden so- 
| wohl kapazitive als auch induktive Einkopplungen yon Stor- 

. -stellen vermindert . Durch die erf indungsgemaSe Abschirmung 
, mittels einer vergrabenen Schicht auf der Riickseite des elek- 
tronischen Bauteils kann ein derartig konstruiertes Hochfre- 

3 0 quenzbauteil gegen ein Einkoppeln von elektromagnetischen 
Storfeldern zusatzlich g.eschiitzt werden. 

Eine weitere Ausf uhrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
auf der Kontakt f lache der Oberseite des Halbleitersubstrats 
35 zum AnschluS an ein auSeres Massepotential ein Lotball oder 
ein Lotkontakthocker angeordnet ist. Diese Ausf uhrungsf orm 
hat den Vorteil, dass zum AnschluS des Massepotential kein 
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gesonderter V.erf ahrensschritt erforderlich ist . Vielmehr 
kann, insbesondere in der Flip-Chip-Technologie , das Massepo 
tential an die vergrabene Schicht und die innerhalb des Halb 
leitersubstrats' vorhandene Masseleitung mit dem Anschlu£ der 
ubrigen Kontakt f lachen, die ebenfalls mit Lotballen oder Lot 
kontak'thockern bestiickt sind, durchgefiihrt weirden. 

Eine weitere Ausf iihruhgsf orm der Erfindung sieht. vor, dass 
auf der Oberseite de's elektronischen Bauteils eine Umverdrah 
tungsfolie mit Verbindungsleitungen angeordnet ist . Diese 
Verbindungsleitungen der Umverdrahtungsf olie sind mit den 
Kontaktf lachen der' Halbleiterchips verbunden, wobei die Kon- 
taktflachen der Halbleiterchips mikroskopisch klein gehalten 
werden konnen, d.h. eine FlachengroSe von wenigen Quadratmi- 
krometern einnehmen konnen, da keine voluminosen Lotballe 
oder Lotkontakthocker vorzusehen sind. Diese werden vielmehr 
auf entsprechenden Ausgangskqntaktf lachen der Umve r dr aht ung s - 
folie vorgesehen und auf die gesamte Flache eines Halbleiter- 
siibstrats verteilt. Dabei konnen die Ausgangskontaktf lachen 
groSere Lotballe und groSere Lotkontakthocker tragen als die 
Kontaktf lachen des Halbleiterchips selbst, da die gesamte 
Oberflache des Halbleiterchips zur Anordnung der AuSenlotkon- 
takthocker oder AuSenlotballe zur Verfiigung steht . 

In einer weiteren Ausf iihrungs form der Erfindung ist es des- 
halb vorgesehen, das Massepotent ial uber mindestens einen 
Lotball oder einen Kontakthocker, uber die Umverdrahtungsf o- 
lie und uber die ringformige Schicht an die vergrabene 
Schicht anzulegen. Dies hat den.Vorteil, dass das Mass'epoten- 
tial von relativ groSen Leiterbahnen eines Keramiksubstrats . 
oder einer Leiterplatte iiber die ebenfalls relativ groSen 
Ausgangskontaktf lachen einer Umverdrahtungsf olie und iiber die 
mikroskopisch kleinen Kontaktf lachen und entsprechend mikro- 
skopisch kleinen Masseleitungen innerhalb des Halbleitersub- 
strats an die vergrabene Schicht auf der Riickseite des Halb- 
leitersubstrat& angelegt werden kann.. Somit . ist der AnschluS 
des erf indungsgemaSen elektronischen Bauteils und der An- 


P/2bi^L! 


FIN 141 P/20«L5890 


schluS der Abschirmung des erf indungsgemaSen elektronischen v 
Bauteils fur- den Anwender. und Verbraucher relativ unkritisch, 
da ihm makroskopische Dimensdonen aufgrund des Einsetzens der 
Umverdrahtungsf olie zum" Einbau in seine elektronische Schal- 
tung zur Verfugung stehen. Makroskopisch heiiSt in diesem Zu- 
sammenhang mit bloSem Auge erkennbar ohne Einsatz eines Ste- 
reomikrqskops oder ahnlicher VergroSerungshilf en . 

Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
mit Abschirmung, wobei das - elektronische Bauteil ein Halblei- 
terchip aus einem Halbleitersubstrat mit einer aktiven Ober- 
seite und einer passiven Riickseite aufweist, hat mindestens 
folgende Verf ahrensschritte : 

Bereitstellen eines Halbleiterwaf ers fur mindestens 
eine integrierte Schaltung eines elektronischen 
Bauteils auf der aktiven Oberseite, 

Implantieren von Storstellen zur Bi ldung ein er ver- 
; grabenen Schicht, die elektrisch leitend ist und 

deren Flachengrofie der GroSe der Flache der Riick- 
seite entspricht, von der Riickseite des Halbleiter- 
waf ers aus, 

Einbringen einer elektrisch leitenden ringformigen 
Schicht von der Oberseite des Halbleiterwaf ers aus 
bis zu der vergrabenen Schicht, wobei die ringfor- 
mige Schicht im Randbereich jedes elektronischen 
Bauteils angeordnet wird, 

Vereinzeln des Halbleiterwaf ers zu Halbleiterchips 
nach Voll'enden von Verf ahrensschrit ten auf dem 
Halbleiterwaf er fur die Herstellung mindestens ei- 
ner integrierten Schaltung innerhalb der ringformi- 
gen Schicht, 

Verpacken des Halbleiterchips zu einem elektroni- 
schen Bauteil mit Abschirmung. 

Bei diesem Verfahren werden vorzugsweise doppelseitig polier- 
te Halbleiterwaf er zur Verfugung gestellt. Auf einer Vorder- 
seite des Halbleiterwaf ers sind Bauelementstrukturen und in- 
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tegrierte Schaltungen einbringbar. Von der polierten Riicksei- 
te aus wird ein groSf lachiges Implantieren des gesamten Halb- 
leiterwafers mit einer hohen Storstel lenkonzentration ermog- 
licht urn : eine geschlossenen vergrabene Schicht einzubringen. 
5 Bei diesem Implantieren von Storstellen wird die Konzentrati- 
on der Storstellen auf mindestens 1 x 10 20 cm" 3 eingestellt, 
um eine nahezu metallische Leitf ahigkeit innerhalb des Halb- 
leiterwafers von der Riickseite a!us zu erzeugen. Dieser Im- ■. 
plantationsschritt kann auch als letzter halbleitertechnolo- 
10 gischer Schritt vorgenommen werden, da fur eine Implantation 
lediglich die Riickseite von Oxydschichten und anderen die Im- 
. plantation behindernden Schichten freizuhalten ist. Ferner . 

ist die Ionimplantation ein gerichteter Vorgang, der entweder 
. nur von der Riickseite oder nur von der Oberseite aus .durchge- 
15 fiihrt werden kann. Insofern ist eine ionenimplantierte 

Schicht wie die erf indungsgemaSe groSflachige geschlossene 

elektrisch leitende vergrabene Schicht zur Abschirmung gegen 

magnetische Storf elder von Vorteil . ^ ■ 

.20 Eine ringformige Masseleitung, die im Randbereich des Halb- 
leiterchips anzuordnen ist, kann durch ein selektives Ein- 
bringen, d.h. mittels einer strukturierten Maske, mit einer 
hohen Storstellenkonzentrat ion von mindestens i x 10 20 cm" 3 
durch Dif f usionsvorgange aus unbegrenzter Storstellenquelle 

25 erreicht werden. Eine unbegrenzte Storstellenquelle ware bei-. 
spielsweise eine Feststoff quelle wie Bornitrit fiir Bor als 
Storstellenel.ement und/oder eine fliissige , Quelle wie Phos- 
phoroxichlorid als Storstellenquelle fiir Phosphor. Das Phos- 
phoroxidchlorid wird zunachst als Phosphorglas auf einer 

3 0 strukturierten Dif f usionsmaske abgeschieden . AnschlieSend 
wird aus diesem Phosphorglas eine hohe Konzentration von , 
Phosphoratdmen in dem Bereich der ringformigen Schicht einge- 
bracht . Sobald die vergrabene; Schicht im Bereich der Riicksei- 
te des Halbleiterchips von der ringformigen hochdotierten 

35 Schicht beispielsweise in einem Dif f usionsschritt erreicht 

wird, kann das Massepotential voh der Oberseite des Halblei- 
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ters zu der Ruckseite des Halbleiters bzw. dann des Halblei-. 
terchips gelangen . 

Dazu wird in einem weiteren Schritt der- Halbleiterwaf er zu 
Halbleiterchips vereinzelt und anschlieSend zu elektronischen 
Bauteilen mit eingebauter Abschirmung verpackt . Ein derarti- 
ges Verfahren hat den Vorteil, dass zusatzlich zu den bisher 
eingebrachten vergrabenen ■ Schichten fur einzelne elektroni- 
sche Bauteile nun eine gro£f lachige Abschirmschicht alsver- 
grabene Schicht vorgesehen ist . 

Eine* derartige vergrabene Schicht kann mit einem alternativen 
Verfahren auch von der Oberseite eingebracht werden. Bei die- 
sem .alternativen Verfahren wird ebenfalls eine groSf lachige 
vergrabene Schicht auf dem Halbleiterwaf er erreicht, die tief 
genug liegt, urn 'oberhalb dieser vergrabenen Schicht, die als 
Ab schirmung dienen soil, noch Bauel emente und integri erte 
Schaltungen unterzubringen . Dieses alternative Verfahren 
weist folgende Verf ahrensschritte auf: 

Bereitstellen eines Halbleiterwaf ers fur mindestens eine 
integrierte Schaltung eines elektronischen Bauteils, 
Aufwachsen einer Schichtfolge aus elektrisch leitendem 
Halbleitermaterial und elektrisch eigenleitendem Halb- 
leitermaterial auf der Oberseite eines Halbleiterwaf ers 
durch ein epitaxiales Aufwachsen der Schichten auf einem 
einkrisallinen Halbleiterwaf er, wobei sich eine elek- 
trisch leitende Schicht als vergrabene Schicht unter der 
elektrisch eigenleitend^n Schicht bildet, 
nach dem Einbringen der vergrabenen Schicht wird eine 
elektrisch leitende ringformige Schicht von der Obersei- 
te des, Halbleiterwaf ers aus eingebracht, die sich durch 
die eigenleitende Schicht hindurch erstreckt und bis zur 
vergrabenen Schicht in der Tiefe. reicht, dabei wird die 
ringformige Schicht im Randbereich des Halbleiterchips 
angeordnet, 

ein Vereinzeln des Halbleiterwaf ers zu Halbleiterchips 
erfolgt erst, nachdem Verf ahrensschritte auf dem Halb- 
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leiterwafer zur Herstellung von integrierten Schaltungen 
inner ha lb der ring'f drmigen Schicht beendet sind, 
- • als letzter Schritt folgt dann die Einkapselung oder 

Verpackung des Halbleiterchips zu einem elektronischen- 
. Bauteil mit Abschirmung. * 

Die nach der hochdot ierten elektrisch leitenden vergrabeneh 
Schicht epitaxial taktisch abgeschiedene eigenleitende 
Schicht sollte moglichst wenig bis gar keine Fremdatome, die 
als Storstellen wirken, aufweisen. Jedoch sind derart hohe 
Reinheitsgrade, die eine Eigenleitung des Halbleiters zulas- 
' sen, - praktisch nicht erreichbar, so dass eine Restdot ierung 
bis zu 10 15 Fremdatomen pro cm" 3 im eigenlei tenden Halbleiter 
tolerierbar sind. Der Anstieg in der Reinheit des Halbleiter- 
materiais vom Ubergang der elektrisch leitenden vergrabenen 
Schicht auf die nahezu eigenleitende Halbleiterschicht umfaSt 
somit mindestens 5. GroSenordnungen . Nachdem auch d ieses 
Durchfiihrungsbeispiel des- Verfahrens eine elektrisch leitende 
vergrabene Schicht als Abschirmung auf der Riickseite des 
Halbleiterchips zur Verfugung stellt, kommt es lediglich dar- 
auf an, welches der beiden Verfahren kostengiinst iger ist. Da- 
bei ist es mit ent scheidend, wann der. Schritt zur Erzeugung 
der vergrabenen elektrisch' leitenden Schicht durchzuf uhren 
ist. 

Beim ersten Durchf uhrungsbeispiel des Verfahrens kann der Im- 
plantationsschritt noch ganz am SchluS des Bearbeitens eines 
Halbleiterwaf ers durchgefiihrt werden/ wahrend das alternative 
Verfahren durch Aufwachsen von Epitaxieschichten ganz am An- 
fang der Herstellung eines Halbleiterwaf ers mit integrierten, 
Schaltungen fur elektronische Bauteile stehen muss. Wahrend 
das Ionenimplantat ionsverf ahren mit geringer thermischer 
Energie verbunden ist, kann das Epitaxieverf ahren nur bei 
Rotglut des Siliciums durchgefiihrt werden. Jedoch ist der ap- 
parative Aufwand fur eine epitaxiale Abscheidung bedeutend . 
geringer als fur eine Ionenimplantation . Das bedeutet, eine 
Ionenimplantationsanlage stellt eine wesentlich groSere Inve- 
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stition dar als eine Epitaxieanlage . Zur Real isierung der 
vorliegenden Erfindung 1st der Einsatz beider Verfahren mog- 
lich. 

5 In einem Durchf uhrungsbeispiel des Verfahrens werden auf Kon 
taktflachen der Oberseite des Halbleiterwaf ers Lotballe Oder 
Lotkontakthocker angeordnet und auf gelotet . Die Dimension ei 
nes Lotballes und/oder eines Lotkontakthockers muS gering ge 
halten werden und weist einen Durchmesser im Bereich von 20 

0 300 jam, vorzugsweise 50 bis 150 \±m, auf. GroSere Lotballe 
oder Lotkontakthocker wurden eine zu gro&e Halbleiterf lache 
beanspruchen, um noch wirtschaf tlich elektronische Bauteile 
daraus herzustellen . Der Vorteil dieses Verf ahrensschrittes 
ist jedoch, dass die Lotballe und Lotkontakthocker noch vor 

5 dem Vereinzeln zu Halbleiterchips auf einem gesamten Halblei 
terwafer f iir mehrere oder sogar viele Chips gleichzeitig auf 
gebracht werden konnen . 

Ein weiteres Durchf uhrungsbeispiel des Verfahrens sieht vor, 

0 dass beim Verbinden der Lotballe oder Lotkontakthocker mit 
einer Leiterplatte oder einem Keramiksubstrat gleichzeitig 
mindestens ein Lotball oder ein Lotkontakthocker mit einem 
Massepotential verbunden wird. Diese Verf ahrensvariante hat 
den Vorteil, dass kein extra Verbindungsschritt durch Heran- 

5 fiihrung der Masse an die innerhalb des Halbleitersubstrats 
befindliche Masseleitung und die innerhalb des Halbleitersub 
strats befindliche vergrabene Schicht vorzunehmen, ist , son- 
dern der Verbindungsschritt mit alien Lotballen oder Lotkon- 
taikthockern gleichzeitig durchgefiihrt werden kann. 

0 ' 
Ein alternatives Durchf uhrungsbeispiel fur das Verfahren 
sieht vor, dass zunachst die Kontaktf lachen des Halbleiter- 
chips mit Verbindungsleitungen einer Umverdrahtungsf ol'ie ver 
bunden werden. Diese Verbindungsleitungen einer Umverdrah- 

5 tungsfolie konnen in ihren Dintensionen auf kleinste im Mikro 
meterbereich liegende Abmessungen yon Halbleiterkontaktf la- 
chen angepaSt werden. Das hat den Vorteil, dass nur eine ge- 
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ringstmogliche Halbleiterchipf lache fur die Kontaktgabe ver- 
loren geht . Die Verbindungsleitungen auf der Umverdrahtungs- 
folie fiihren zu makroskopischen Ausgangskontaktf lachen, auf 1 
die entsprechend grofeere, also makroskopische Lotballe oder 

5 Lotkontakthocker angebracht werden konnen. Aufgrund des Ein- 
satzes diese Umverdrahtungsf olie stellt namlich die gesamte 
Flache eines Halbleiterchips fur das Anordnen von. Lotkontakt- 
hockern oder Lotballen zur Verfugung. In diesem Zusammenhang 
bedeutet makroskopisch "mit dem blofien Auge ohne Hilfe von 

0 Mikroskopen erkennbare Dimensionen und Strukturen" . Nach dem 
Anbringen einer Umverdrahtungsf olie auf. j edem' Halbleiterchip 
oder' alternativ auf derri gesamten Halbleiterwaf er werden nach 
dem Vereinzeln die Lotballe oder Lotkontakthocker der Umver- 
drahtungsf olie mit Leitungen einer Leiterplatte oder eines 

5 Keramiksubstrats verbunden. Mindestens einer der Lotballe 
oder . Lotkontakthocker wird dabei mit einer massef uhrenden 
Leitung der Leiterplatte oder des Keramiksubstrats verbunden. 
Somit ist wieder gewahrleistet , dass die Abschirmung inner- 
halb des Halblei tersubstrat s liber die Halbleitersubstrat ge- 

0 fuhrte- Masseleitung und die vergrabene Schicht auf das aiiSere 
Massepotential gelegt werden kann, zumal erst duirch die' ER- 
dung ein Abschirmungsef f ekt erziel.tbar wird. 

In einem weiteren Durchf iihrungsbeispiel des Verfahreris wird 
5 eine ringf ormige Kontaktf lache im Randbereich der Oberseite 
des Halbleiterchips angeordnet , welche die ringf ormige lei- 
tende Schicht kontaktiert. Mit ieiner derartigen ringf ormigen 
Kontaktf lache ist der Vorteil verbunden, dass entsprechend 
ringformige Lotraupen auf dem Halbleiterchip angeordnet wer- 
0 den konnen und damit ein Abschirmririg um jeden Halbleiterchip 
oder jedes elektronische Bauteil realisiert wird. Anstelle 
eines geschlossenen Abschrimringes aus Lotmaterial konnen 
, auch ebenso ringf ormig angeordnete Lotballe oder Lotkontakt- 
hocker im Randbereich des Halbleiterchips angeordnet werden 
5 und elektrisch mit dem Massepotential einer Leiterplatte oder 
eines. Keramiksubstrats verbunden werden. * . » . 
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Mit dem erf indungs.ge'maSen elektronischen Bauteil und den bei- 
den moglichen Verfahren zur Herstellung eines .derartigen Bau- 
teils wird die Empf indlichkeit von integrierten . Schal tungen 
auf Halbleitern gegeniiber externen elektromagnet ischen Ein- 

5. fliissen bei zunehmender Arbeitsf requenz minimiert . Es werd'en 
damit die Beeinf lussungen der elektrischen Funktionen und der 
elektrischen Eigenschaf ten der integrierten Schaltung auf dem 
Halbleiter weitestgehend vermieden und es wird ein flachiger 
Riickseitenschutz erreicht, der auf Massepotential gelegt wer- 

0 den kann. Somit kann dieses elektronische Bauteil in der 

Flip-Chip-Montagetechnik eingesetzt werden, wobei die aktive 
Seite nach unten, namlich zur Leiterplatte hin, montiert 
wird. Diese Flip-Chip-Verbindungstechnik empfiehlt sich ins- 
besondere fur hochf requenzintegrierte Schaltungen wegen der 

5 kurzen elektrischen Verbindungslange urid wird nun durch die 
erf indungsgemaSe Abschirmung unempf indlich gegeniiber, elektro- 
magnet ischen Streuf eldern . 

Dazu muss fur Hochf requenzanwendungen bei der Herstellung der 
0 . integrierten Schaltung sine leitende Grundschicht nahe der 
Riickseite der integrierten Schaltung realisiert werden, die 
allgemein als vergrabene Schicht ("buried layer") bezeichnet 
wird. Masseverbindungen zu der leitenden Grundschicht- inner- 
halb des Halbleitersubstrat s konnen durch spezielle Erdungs- 
5 kontakt f lachen an der Oberseite der integrierten Schaltungen 
vorgesehen sein. Durch die leitenden Masseverbindungsschich- 
ten und die leitende vergrabene Schicht ist eine Abschirmung 
der aktiven Strukturen auf der Oberseite des Halbleitersub- 
strat s erreichbar. Um eine weiter verbesserte Abschirmung zu 
0 erreichen, kann anstelle von einzelnen Durchkontakt ierungen 
zu der Grundschicht oder vergrabenen Schicht eine umlaufende 
ringformige Durchkontaktierung durchgefiihrt werden. i 

Mit der Erfindung wird es deshalb moglich, die Flip-Chip- 
5 Montagetechnik auch bei integrierten Schaltungen fur die 

Hochf requenz anzuwenden und die Flip-Chip-spezif ischen Vor- 
teile der kurzeren Ubertragungslangen zu nutzen, ohne gleich- 
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zeitig auf eine Riickseitenabschirmung verzichten zu mussen. 
Dariiber hinaus eriibrigen sich beim Montageprozess die somit 
erf orderlichen Prozessschritte fur die Abschirmung, da diese 
Massekontakt ierung bei dem erf indungsgemalSen Bauelement 
gleichzeitig mi t; der Kontakt ierung der Signalleitungen ausge- 
fiihrt werden kann. 

Zusammen'f assend ergeben sich die Vorteile einer Integration 
und Nutzung der leitfahigen Schichten in hochf requenzinte- 
grierten Schaltungen aus Griinden der Abschirmung und der Kom- 
bination obiger Schritte mit der Flip-Chip-Montagetechnik 
durch Vorsehen einzelner Lotkontakthocker oder eines umlau- 
fenden Lotkontakthockerringes . 

Die Erfindung wird nun anhand von Ausf iihrungsf ormen mit Bezug 
auf die beiliegenden Figuren naher erlautert. 


Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 

tronischen Bauteils mit Abschirmung gemaS einer er- 
sten Ausf iihrungsf orm der Erfindung, 

Figur '2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils mit Abschirmung gemaS einer 
zweiten Ausf iihrungsf orm der Erfindung, 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils mit Abschirmung gemaS einer- 
dritten Ausf iihrungsf orm der Erfindung. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 mit Abschirmung 2 gemaS einer ersten Aus- 
f iihrungsf orm. der Erfindung. In Figur 1 bezeichnet die Bezugs- 
nummer 3 einen Halblei terchip . Die Bezugsnummer 4 bezeichnet 
ein Halbleitersubstrat mit einer aktiven Oberseite 5 und ei- 
ner passiven Riickseite 6. Die Bezugsnummer 7 bezeichnet eine 
elektrisch leitende' vergrabene Schicht. im Bereictj. der Riick- 
seite 6 des Halbleitersubstrats 4 und die Bezugsnummer - 8 be- 
zeichnet eine Kontakt f lache auf der aktiven Oberseite 5 des 
Halbleiterchips 3, die fur . eine . Verbindung zu eiiiem auSeren 
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Massepotential 9 vorgesehen ist . Die Bezugsnummer 10 bezeich- 
net eine Masseleitung innerhalb des Halbleitersubstrats und 
die Bezugsnummer 11 bezeichnet eine elektrisch leitende ring-, 
forniige Schicht innerhalb des Halbleitersubstrats, die als 

5 Masseleitung zur Verbindung zwischen der Kontaktf lache 8 der 

' vergrabenen Schicht 7 dienen kann. 

Das elektronische Bauteil 1 mit Abschirmung 2 der 1 Figur 1. 
weist einen Halbleiterchip 3 mit eirier aktiven Oberseite 5 

10 und einer passiven Riickseite 6 auf . Im Bereich der passiven 

Riickseite 6 bef indet sich innerhalb des Halbleitersubstrats 4 
eine* elektrisch leitende vergrabene Schicht mit einer Stor- 
/ ' stel'lenkonzentration von mindestens 1 x 10 20 cm" 3 , die auf- 

grund dieser hohen Storstellenkonzentration nahezu metallisch 

15 leitende Eigenschaf ten auf weist. Die Oberseite 5 weist minde- 
stens eine Kontaktf lache . 8 auf, die mit einem Massepotential 
9 verbunden ist. Die elektrisch leitende vergrabene Schicht 7 
ist mit der Kontaktf lache 8 auf der Oberseite 5 iiber eine 
elektrisch leitende Mas sever bindung 10 innerhalb dess Halblei- 

2 0 tersubstrats 3 verbunden. Diese Mas sever bindung 10 ist ein. 

Bereich der von der Kontaktf lache 8 zu der vergrabenen 
Schicht 7 reicht und eine Storstellenkonzentration von minde- 
stens 1 x 10 20 . cm" 3 aufweist und damit nahezu metallisch- lei- 
tend ist. Uber diese Masseverbindung 10 innerhalb des Halb- 
25 leitersubstrats 3 wird das aufien liegende Massepotential 9 an 
die vergrabene Schicht 7 angelegt . 

Mit der Riickseitenabschirmung durch die vergrabene Schicht 7 
ist es moglich, die aktive Oberf lache 5 mit ihrer aktiven in- 

3 0 tegrierten Sch.altung vor elektromagnetischen Storfeldern zu 

schutzen. Dazu ist lediglich mindestens eine Masseleitung in- 
nerhalb des Halbleitersubstrats 4 erforderlich. Eine derarti- 
ge Masseleitung kann durch Tiefendif fusion von Storstellen 
belspielsweise in ein Siliciumsubstrat "erreicht werden. 

35 

In dem Ausf iihrungsbeispiel nach Figur 1 wurde die mit einer 
Storstellenkonzentration von mindestens 1 x 10 20 cm" 3 ' hochdo- 
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tierte vergrabene Schicht 7 mittels Ionenimplantation von der 
. Ruckseite her erreicht . Dazu wurde der Halbleiterwaf er , der 
in diesem Ausf iihrungsbeispiel aus einer einkristallinen Sil'i- 
ciumscheibe besteht, beidsei'tig poliert, so dass-eine polier- 

5 te Oberflache als Ruckseite 6 zu Ionenimplantation prapariert 
war und die andere polierte Oberflache als Oberseite 5 fur 
entsprechende Strukturierung mit elektronischen Bauteilen 
vorgesehen war. Das elektronische Bauteil 1 ist nach der Aus- 
fiihrungsform nach ' Figur 1 derart strukturiert , dass es mit 

0 seiner vergrabenen Schicht 7 als Abschirmung und der Masse- 

verbindung 10 zur Oberseite fiir eine Flip-Chip-Montagetechnik' 
ausgelegt ist. Dazu weist es auf den Kontakt f lachen '8 der 
Oberseite 5 Lotkontakthocker 20 auf, die fiir ein unmittelba- 
res Aufsetzen auf eine Leiterplatte 14 oder ein Keramiksub- 

5 strat 15 geeignet sind. Somit bildet die gesamte Ruckseite 
des Halbleiterchips 3 eine wirkungsvolle Abschirmung zum 
Schutz der mit aktiv en Bauelementen bestuckten Ob^rflache_5 
des Halbleiterchips 3. 

0 Figur 2 zeigt einen schemat ischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 mit Abschirmung 2 gemafi einer zweiten Aus- 
fiihrungsform der Erfindung. Komponenten der Figur 2, die 
gleiche Funktionen wie in Figur 1 erfiillen/ sind mit gleichen 
Bezugszeichen gekennzeichnet . . v 

5 

Bei der Ausf uhrungs form der Figur 3 ist der in Figur 1 zu se- 
hende Halblei terchip mit seinen Lotkontakthockern auf Aus- 
gangskontaktf lachen 18 einer mehrlagigen Leiterplatte aufge- 
lotet. Die vergrabene Schicht 7 wurde fiir diese Ausfiihrungs- 

0 form der Erfindung durch epitaxiales Aufwachsen einer mit 
mindestens einer Storstellenkonzentrat ion von 1 x 10 20 cm" 3 
hochdotierten epitaxialen Schicht auf einem Grundsubstrat mit 
einer anschlieSenden epitaxialen Schicht, die lediglich Ei- 
genleitung auf weist, hergestellt . Das Grundsubstrat wurde in 

5 dem Beispiel. der Figur 2 diinngeschlif f en, so dass nur ein ge- 
ringf iigiger' Rest oberhalb der vergrabenen Schicht im Quer- 
schnitt auf der Ruckseite sichtbar bleibt . 
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In -die oberhalb der vergrabenen Schicht liegenden Bereiche 
' des eigenleitenden einkristallinen Silicium wird von der ak- 
tiven Oberflache'5 aus die integrierte Schaltung eingebracht, 
5 die von einem Ring aus hochdot iertem Siliciummaterial umgeben 
ist. Diese ringformige Schicht 11 weist eine Storstellenkon- 
zentration von mindestens 1 x 10 20 cm" 3 auf und besitzt damit 
nahezu metallische Leitf ahigkeit . Bei der Ausf iihrungsf orm der 
Figur 2, ist der in Figur 1 zu sehende Halbleiterchip' 3 mit 
10 seinen Lotkontakthockern auf Ausgangskontakt f lachen 18 einer 
mehrlagigen Leiterplatte aufgelotet.. 

/ Der Zwischenraum zwischen der aktiven Oberf lache 5 des Halb- 

leiterchips 3* ist dur.ch eine Kunststof f verguSmasse 23 aufge- 
15 fiillt. Die Seitenrander 24 und 25 der Kunststof f verguSmasse 
konnen. bei Bedarf den, gesamte'n Halbleiterchip 3 und seine 

Seitenrander abdecken und falls erf order! ich auch iiber die 

Riickseite 6 mit der vergrabenen Schicht 7 verteilt werden . 
Dies hangt von dem Anwendungsgebiet des in Figur 2 gezeigten 

2 0' elektronischen Bauteils ab. 

In Figur 2 ist eine mehrlacjige Leiterplatte von einer masse- 
fuhrenden Leitung 22 umgeben und auf Massepotent ial 9 gelegt, 
so dass auch die Leiterbahnlagen 26 vollstandig abgeschirmt 
,2 5 sind. Ein derartiges Hochf requenzbauelement ist somit vor 

elektromagnetischen Storf eldern geschutzt und in vielen Be- 
reicheii einsetzbar wie vorzugsweise als Endstufe in Mobil - 
funkgerat'en. 

■ i 

3 0 Figur 3 zeigt einen schemat ischen Querschnitt eines elektro- 

nischen Bauteils 1 mit Abschirmung 2 gemaS einer dritten Aus- 
fiihrungsform der Erf indung . In Figur 3 werden Komponenten, 
welche die gleiche Funktion wie in den Ausf iihrungsf ormen der 
Figur 1 und der Figur 2 erfiillen, mit gleichen Bezugszeichen 
35 bezeichnet und eine Erlauterung wird deshalb weggelassen. 
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In der Ausf uhrungsf orm der Erfindung, wie sie in Figur 3 ge- • 
zeigt ist, wurde eine umlau'f eride ringformige Masselei tung 10 
in das Siliciumsubstrat eihgebracht und mit einem umlaufenden 
ringformigen Lotkontakthocker verbunden. ' Die Masselei tung 10 
5 ist aufgrund ihrer hohen Storstellenkonzentrat ion eine 

Schicht, die nahezu metallische Leitf ahigkeit aufweist .. Somit 
wird der aktive Bereich des Halbleiterchip innerhalb der 
ringformigen hochdotierten Schicht vor Storfeldern abge- 
■ schirmt . 

10 

Diese Ausf uhrungsf orm der Erfindung nach Figur 3 hat den Vor- 
teil', dass eine auf Massepotential liegende ringformige 
Schicht die aktive Oberflache 5 des Halbleiterchips 3 umgibt . 
und gleichzeitig die vergrabene Schicht 7 im Bereich der 
15 Ruckseite 6 des Halbleiterchips kontakt ie'rt . Der ringformige ■ 
Lotkontakthocker' ist iiber die Verbindungsleitung 17 in einer 
Umverdrahtungsf olie 16 mit einem AuSenkont akt ho cke r 2 8 ver- 
bunden, der seinerseits uber eine massef iihr'ende Leitung 22 
mit dem Massepotential 9 verbunden ist. 

20 

Somit ist auch diese Ausf uhrungsf orm, die einen Halbleiter- 
chip 3 auf einer Umverdrahtungsf olie 16 und einer Leiterpla.t - 
te 14 zeigt, auf der das elektronische Bauteil 1 montiert 
ist, gegen elektromagriet ische Streustrahlung oder Storstrah- 
25 lung abgeschirmt . 

Wahrend die Umverdrahtungsf olie 16 im wesentlichen aus .einem 
Polyimid aufgebaut ist, das mehreire Leiterbahnlagen aus Me- 
tall aufweist, ist die Leiterplatte 14 aus Leiterbahnen 21 

30 und 22 sowie aus Durchkontakten 29 bis 34 aufgebaut. Bei die- 
ser Ausf uhrungsf orm hat die Umverdrahtungsf olie die Aufgabe, 
, die mikroskopisch kleinen, d;h. nur mit einem Lichtmikroskop 
meSbaren Kontaktf lachen 8 des Halbleiterchips 3 auf makrosko- 
pische Ausgangskontaktf lachen 18 zu vergroSern, die mit blo- 

35 Bern Auge erkennbar und meSbar sind, so dass diese makroskopi- 
schen Ausgangskontaktf lachen 18 entsprechend sichtbare und 
justierbare Lotkontakthocker 20 und Aufienkontakthocker 28 
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tragen konnen und in ihrer Ausdehnung den Strukturen und Di- 
mensipnen der Strukturen auf der Leiterplatte 14 angeglichen' 
s i nd . . ■ . 
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■Bezugszeichenliste 

1 elektro.nisches Bauteil 

2 Abschirmung 

3 - Halbleiterchip 

4 Halbleitersubstrat 

5 Oberseite 

6 Riickseite ' 

7 vergrabene Schicht 

8 Kontaktf lache 
.9 ' Massepotential 

10 . Masseleitung innerhalb des Substrats 

11 ringformige Schicht 

12 Randbereiche 

13 Halbleiterwaf er 

14 Leiterplatte 

15 Keramiksubstrat 

16 ■ Umverdrahtungsf olie ■ 

17 ' Verbindungsleitung 

18 Ausgangskont akt f 1 ache 

19 Lotball 

2 0 Lotkontakthdcker 

21 Leitungen einer Leiterplatte 

.22 massef uhrende Leitung 

•23 Kunststof f vergufimasse 
24, 25 Rander der Kunststof f verguSmasse 

2 6 Leiterbahnlagen i 

27 ringf ormiger Lotkontakthocker 

2 8 Ausgangslotkontakthocker 

2*^-34 Durchkontakte 
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Patent anspruche 

1. Elektronisches Bauteil mit Abschirmung (2) gegen elek- 

tromagnetische Streufelder, das einen Halblei terchip . ( 3 ) 
5 aus. einem Halbleitersubstrat (4) mit einer aktiven Ober- 

flache (5) und einer passiven Riickseite (6) aufweist,' 
wobei das elektronische Bauteil (1) eine vergrabene 
Schicht (7) aufweist, die elektrisch leitend ist und wo- 
bei deren FlachengroSe der GroSe der Flache der Riicksei- 

10 te (6) entspricht und wobei die vergrabene Schicht (7) 

innerhalb des Halbleitersubstrat s (4) im B'ereich der 
Riickseite (6) angeordnet ist und mit einem aufeeren Mas- 
sepotential iiber mindestens eine innerhalb des Halblei- 
tersubstrat (4) angeordnete Masseleitung (10) mit mi'nde- 

15 . stens einer Kontaktf lache (8) auf der Oberseite (5) des 

Halbleitersubstrats (4) yerbunden ist. 


2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, 
da dure h ge'kennzeichnet, dass 

20 die vergrabene Schicht (7) ein mit einer Storstellenkon- 

zentration von iiber 1 x 10 20 cm" 3 dotiertes .Halbleiterma- . 
terial aufweist. 

3. Elektronisches Bauteil nach. Anspruch 2, 
25 dadurch gekennzeichnet, dass 

das Halbleitermaterial mit dem -Material des Halbleiter- 
substrats (4) identisch ist. 

4. . Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
30 , dadurch gekennzeichnet, dass 

das Halbleitersubstrat (4) einkristallines Silicium auf- 
weist . ■ 

5. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
3 5 spriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

eine elektrisch leitende -ringformige Schicht (11) , die 
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sich von der Oberseite (5) des Halbleitersubst rat s (4) 
zu der vergrabenen Schicht (7.) erstreckt, im Randbereich 
(12) des elektronischen Bauteils (1) angeordnet ist.' 

6. Elektronisches Bauteil nach Anspruch'5, 
dadurch . gekennzeichnet , dass 

die ringformige Schicht (11) ein mit einer Storstellen- 
konzentration von liber l.x 10 20 cm" 3 dotiertes Halblei- 
termaterial aufweist . 


10 


7. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
'spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
das elektronische' Bauteil (1) ein Bauteil einer Flip- 
15 Chip-Montagetechnik ist. 

8. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche , 

dadurch gekennzeichnet, dass 
20 das elektronische Bauteil (1) ein Hochf requenzbauteil 

ist . 

9. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche , 

25 dadurch gekennzeichnet, dass 

auf der Kontakt f lache (8) Lotballe (19) oder Lotkontakt- 
hocker (20) angeordnet sind. 

10. Elektronische Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
3 0 spriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das elektronische Bauteil (1) mit seihen Lotballen (19) 
oder Lotkontakthockern (20)' auf einer Leiterplatte (14) 
oder einem Keramiksubstrat (15) montiert ist. 


35 


11. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
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auf der Oberseite (5) des elektronischen Bauteils (1) 
eine Umverdrahtungsf olie (16) mit Verbindungslei tungen 
(17) angeordnet ist, welche Kontaktf lachen (8) des Halb- 
leiterchips (3) mit auf der Umverdrahtungsf olie (16) 
5 verteilten Ausgangskontaktf lachen (18) verbindet, wobei 

die Ausgangskontaktf lachen (18) Lotballe (19) oder Lot- 
kontakthocker (20) tragen. 

12. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 9 oder Anspruch 11, 
•10 dadurch gekennzeichnet, dass 

. das Massepotential (9) iiber mindestens einen Lotball 
(19) oder einen Lotkontakthocker (20)" uber die Umver- 
^ • drahtungsf olie (16) und uber die ririgf ormige Schicht 

(11) an der vergrabenen Schicht (7)- anliegt. 
15 1 . 

13 . Verf ahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
(1) mit Abschirmung (2) , wobei das elektronische Bauteil 
(1) einen Halbleiterchip (3) aus einem Halbleitersub- 
strat (4) mit einer aktiven Oberseite (5) und einer pas- 

2 0 siven Riickseite (6) aufweist, und wobei das Verf ahren 

f olgende Verf ahrensschritte aufweist : 

Bereitstelien eines Halbleiterwaf ers (13) fur min- 
destens eine integrierte Schaltung eines elektroni- 
schen Bauteils (1) auf der akt iven Oberseite (5) , 
^25 - Implantieren von- Storstellen zur Bildung .einer ver- 

grabenen Schicht (7), die elektrisch leitend ist. 
und deren FlachengroSe der GroSe der Flache der 
Riickseite (6) entspricht, von der Riickseite. des 
Halbleiterwaf ers (13) aus, 

30 - ■ Einbringen einer elektrisch leitenden ringformigen 

Schicht (11) von der Oberseite des Halbleiterwaf ers 
(13) aus bis zu der vergrabenen Schicht- (7) in dem 
Randbereich der integrierten Schaltung fiir ein 
elektronisches Bauteil (1) von der Oberseite des 

35 Halbleiterwaf ers (13) aus, 

Vereinzeln des Halbleiterwaf ers zu Halbleiterchips 
(3) nach Vollenden von Verf ahrensschri tten auf dem 
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Halbleiterwaf er (13) zur Herstellung der integrier- 
1 ten Schaltung innerhalb der ringformigen Schicht 

(11) , 

Verpacken des Halbleiterchips (3) zu einem elektro- 
5 nischen Bauteil (1) mit Abschirmung (2)-. 

14. Verfahren zur Herstellung' eines elektronischen Bauteils 
(1) mit Abschirmung (2), wobei das elektronische Bauteil 
(1) ein Halbleiterchip (3) aus einem Halbleitersubstrat 
10 (4) mit einer aktiven Oberseite (5) und einer passiven 

Riickseite (6) aufweist, wobei das Verfahren folgende 
v * Verf ahrensschritte aufweist: 

W - Bereitstellen eines Halbleiterwaf ers (13) fur min- 

destens eine integrierte Schaltung eines elektroni- 
15 schen Bauteils (1) auf der aktiven Oberseite (5) , 

Aufwachsen einer Schichtfolge aus elektrisch lei- 

tendem Halbleitermaterial und nachfolgend elek- 

trisch eigenleitendem Halbleitermaterial auf der 
Oberseite eines Halbleiterwaf ers (13) durch ein . 

2 0 epitaxiales Aufwachsen der Schichten auf dem Halb- 

leiterwafer (13), wobei die elektrisch leitende 
Schicht zu einer vergrabenen Schicht (7) unter der 
elektrisch eigenleitenden Schicht wird/ 
. Einbringen einer elektrisch leitenden ringformigen 
^25 Schicht (11) von der Oberseite des Halbleiterwaf ers 

(13). aus, die sich durch die eigenleitende Schicht 
hindurch bis zu der vergrabenen Schicht (7) er- 
streckt, wobei die ringf prmige Schicht (11) im 
Randbereich des elektronischen Bauteils (1) ange- 
30 ordnet wird, 

Vereinzeln des Halbleiterwaf ers (13) zu Halbleiter- 
chips (3) nach Vollenden von Verf ahrensschrit ten 
auf dem Halbleiterwaf er (13) zur Herstellung minde- 
stens einer integrierten Schaltung innerhalb der 

3 5 ringformigen Schicht (11) , 

Verpacken des Halbleiterchips (3) zu einem elektro- 
nischen Bauteil (1) mit Abschirmung (2). 
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Verfahren nach Anspruch 13 oder Anspruch 14, 
dadurch .g-ekennzei-chnet, dass 

zur Herstellung der vergrabenen Schicht (7) das Halblei*- 
. termaterial mit einer Storsteilenkonzentration von min- 
destens 1 x 10 20 cm" 3 dotiert wird. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

auf Kontaktf lachen (8) der Oberseite (5) des Halbleiter- 
wafers (13) Lotballe (19) oder Lotkontakthocker (20) vor 
* dem Vereinzeln des Halbleiterwaf ers (13) zu Halbleiter- 
chips (3) angeordnet und aufgelotet werden. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 16, 
d/a durch gekennzeichnet, dass 

beim Verbinden der Lotballe (19) oder der L6tk6ntakthokj=_ 
ker (20) mit einer Leiterplatte (14) oder einem Kera- 
miksubstrat (15) gleichzeitig mindestens ein Lotball 
(19) oder Lotkontakthocker (20) mit einem Massepotent ial 
(9) verbunden wird. 

Verfahren nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, dass. 

zunachst die Kontaktf lachen (8) des Halbleiterchips (3) 
mit Verbindungsleitungen (17) einer Umverdrahtungsf olie 
(16) verbunden werden. 1 . 

Verfahren nach Anspruch 18, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Lotballe (19) oder die Lotkontakthocker (20) der Um- 
verdrahtungsf olie (16) mit Leitungen (21) einer Leiter- 
platte (14) oder eines Keramiksubstrats (15) verbunden 
werden, wobei mindestens einer der Lotballe (19) oder 
der Lotkontakthocker (2 0) mit einer massef iihrenden Lei- " 
tung (22) der Leiterplatte (14) oder des Keramiksub- 
strats (15) verbunden wird. * 
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Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 19, 
da dure h g e k e ri n z e i ch n e t , . d a s s 

eine ringformige Kontakt flache (8) im Randbereich (12) 
der Oberseite- (5) des Halbleiterchips (3) angeordnet 
wird/ welche die. ringformige Schicht' (11) kontakt iert . 

Verfahren nach Anspruch 19, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

mehrere ringformig angeordnete Lotballe (19) oder Lot- 
kontakthocker (20) mit der ringformigen Schicht (11) im 
Randbereich (1,2) des Halbleiterchips (3 ) " elektrisch' ver- 
bund'en werden. 
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Zusammenf assung 

Elektronisches Bauteil mif ' Abschirmung unci Verfahren zu sei- 
ner Herstellung 

5 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) ,mit Ab 
schirmung (2) , das einen Halbleiterchip (3) mit Halbleiter- 
substrat (4) aufweist. Im Bereich einer Ruckseite (6) des 
Halbleitersubstrats (4) ist eine elektrisch leitende vergra- 

10 bene Schicht (7) angeordnet . Die vergrabene Schicht ist uber 
eine innerhalb. des Halbleitersubstrats (4) angeordnete Masse 
leitung (10) mit einer Kontakt f lache (8) und einem aufieren 
Massepotential verbunden. Ferner betrifft die Erfindung ein 
Verfahren zur Herstellung eines derartigen elektronischen 

15 Bauteils (1) . 

[Figur 1] . 
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